17 марта 2017 г.




ИСВЧПЭ РАН

г. Москва, Нагорный проезд, д. 7, стр. 5, 3-й этаж комната 502
начало семинара: 15 час. 00 мин. 

ПРОГРАММА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕМИНАРА

 «Потенциальные возможности создания наногетероструктур для терагерцового диапазона частот (свыше 300 ГГц) телекоммуникационных систем» 

Руководитель семинара: член-корреспондент РАН, В.И. Рыжий 
Приглашенные доклады:
1. В.И. Рыжий. Вступительное слово. "ТГц лазер на графеновых гетероструктурах".
2. Д.С. Пономарев "Разработки ИСВЧПЭ РАН в области терагерцового диапазона частот".
3. К.И. Зайцев "Терагерцовые фотонно-кристаллические волноводы на основе профилированных кристаллов сапфира", НОЦ «Фотоника и 
ИК-техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
4. К.К. Абгарян "Многомасштабное моделирование в полупроводниковой наноэлектронике", ФИЦ ИУ РАН, ВЧ РАН.
5. Д.А. Свинцов "Плазмоны в графене и ван-дер-ваальсовых структурах и их применение для генерации ТГц-излучения", МФТИ.
Ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН
